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I Température pour laquelle ni devient égale à N" :

Lorsque n clevient eigale à Na, on pcul.lvtllr l'égalité:
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Nc et Nv sont assez proches, donc Ie terme KILri (ff) ,""0 vers zero et est donc faible
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Pour un s/C de type P ) P = Nv.'P (Ï#) = ',
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